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１．概要（Summary） 

超 伝 導 転 移 端 温 度 計 （ Transition-Edge Sensor: 

TES）型マイクロカロリメータは優れたエネルギー分解能

が特徴の放射線検出器である。我々が開発するガンマ線

計測用の TES 型マイクロカロリメータでは、これまで他機

関の Deep RIE 装置を利用して SOI 基板の基板層を除

去してきたが、今年度は北九州産業学術推進機構でウェ

ットエッチングで同様のプロセスを行う条件出しを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD、リアクティブイオンエッチャー、スパッタ装

置、スピンコーター、両面マスクアライナ、超純水製造装

置、ドラフトチャンバー、ダイシングソー 

【実験方法】 

(1) SOI（Silicon-On-Insulator）基板を 35 mm 角にダイ

シングして、プラズマ CVD で表面に窒化シリコン膜を、

裏面に酸化シリコン膜を成膜した後、リアクティブイオン

エッチャーにより、裏面の酸化膜を加工した。 

(2)(1)で酸化膜を除去した部分に KOH または TMAH に

よるウェットエッチングを行うことで裏面から SOI 基板の

支持基板（厚さ300μm程度）を取り除き、活性層（厚さ

10μm 程度）とのみ残した薄膜構造の形成を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

本課題では１枚の基板上に数十個のチップを作成して

おり、ウェットエッチングの目的は(1)個々のチップへの薄

膜構造の作成と (2)チップ間の境界線の作成である。 

(1)は、Fig.１上、Fig.１下のように薄膜構造はぼぼ設計

通り形成できたが、薄膜構造に複数の貫通孔ができると

いう問題が発生しており、対策を検討中である。 

(2)は、本来は縦長の長方形であるチップが境界線の交

差部分において意図しないエッチングにより Fig.１上のよ

うに菱形になるという問題が発生した。境界線が交差しな

い設計に改良した新たなマスクを作成して同様に実験し

たところ、Fig.１下のように設計通り製作できた。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Pictures of wet-etched SOI substrates.   
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